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Рассматриваются двухсекционные полупроводниковые лазеры с монолитно интегри‐
рованной  секцией  поглотителя,  работающие  в режиме  пассивной  синхронизации 
мод. Такие лазеры являются многообещающими источниками импульсного излучения 
для  оптических  линий  связи  и метрологии.  Однако,  на данный момент  на их  работу 
влияют различные нестабильности;  самая важная из которых — нестабильность, свя‐
занная  с автопульсациями,  или  пассивной  модуляцией  добротности.  Критичным  яв‐
ляется  то,  что  эта нестабильность проявляется при рабочих  режимах лазера  (напри‐
мер,  низком  токе  накачки),  необходимых  для  генерации  сверхкоротких  импульсов 
синхронизации мод, привлекательных для многих применений. Недавно было теоре‐
тически  предсказано,  что  увеличение  толщины  волновода  в полупроводниковых  ла‐
зерах с одиночной КЯ, работающих в режиме синхронизации мод, приводит к исчез‐
новению  нестабильности  модуляции  добротности  по причине  увеличения  времени 
захвата  носителей  [2]. В настоящем  докладе  представлены  первые  экспери‐
ментальные результаты, полученные на гетероструктуре с раздельным ограничением, 
использованной  в [3]  для  генерации  мощного  излучения  на длине  волны  1060 нм. 
Толщина волновода была равна 1,7 мкм, длина резонатора — 3 мм. Стабильная син‐
хронизация  мод  наблюдалась  в широкой  области  значений  тока  накачки,  начиная 
от порогового значения (в согласии с [2]).  

Увеличение  обратного  смещения  приводит  к увеличению  рабочего  тока  и позволяет 
промодулировать  высокочастотный  сигнал  синхронизации  мод  на низкой  частоте 
(100‐200 МГц).  При  этом  происходит  смешение  частоты  импульсов  синхронизации 
мод, равной 12,3 ГГц, и частоты модуляции усиления. Частота преобразования зависит 
от тока инжекции (примерно, 2 МГц/мА). Теоретический расчёт на основе скоростных 
уравнений  для  плотности  носителей  и фотонов  в активной  области  показывает  воз‐
можность преобразования радиочастот благодаря параметрическому эффекту в таких 
ЛД [4]. Преобразование частоты радиосигнала, на которой промодулирован несущий 
его оптический сигнал, может быть использовано во многих СВЧ‐приборах [5].  
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